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（概要） 

 現在、宇宙用として認定されている電源デバイス(Point of Load, POL)について、モジュール中

に使用されているパワートランジスタ(MOSFET)及びアナログ集積回路(IC)の製造プロセス変更に

伴う再製作を行ったため耐放射線性を再確認する目的で重粒子を照射しトランジェント波形(SET)

を取得した。 
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１．目的 

 POL 内臓 MOSFET 及びアナログ IC の製造プロセス変更に伴う耐放射線性の確認 

 

２．実施方法 

 量子機構高崎量子応用研究所イオン照射施設（TIARA）の HD2 ポートを施設共用として利用した。

真空チャンバ内にサンプル評価ボードを設置し、フィードスルーを介して電圧印加及び出力電流の

計測を行った。POL の入力電圧、負荷抵抗、出力電圧、出力電流はそれぞれ 5V（定格）、負荷抵抗 1

Ω、1.8V、1.8A とした。POL のパッケージはハイブリット構造であるため MOSFET と IC へ重粒子照

射可能なよう開封した。実験は室温、垂直照射で実施した。 

 

３．結果及び考察、今後の展開等 

 Xe、Kr、Ar 及び Neを POL に照射し SET 波形を取得した。SET 断面積を図に示す。SET 断面積、波形は過

去取得したものと同様の傾向をしめし、再製作に伴うPOLの放射線耐性には変化がないことが示唆された。 

 

 
 

図 1 SET 断面積 
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